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Patentans-prtiche . 

1.) Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von 
auf einer Glastragerplatte angeordneten parallel zuein- 
ander ausgerichteten elektrisch leitenden Streif en mit 
einem RastermaB von ca. 1/10 der Lichtwellenlange, d a - 
durch gekennzeichnet, daB ein erster 
Verfahrensschritt vorgesehen 1st, bei dem auf die Glas- 
tragerplatte (3) durch Bedampfen unter einem vorgegebenen 
Bedampfungswinkel eine wellige, dtinenartige Schicht (4) 
aus leitfahigem Material mit senkrecht zur Bedampfungs- 
richtung ausgerichteter gleichmaBiger Oberflachenwellig- 
keit mit einer Periode von ca. 50 nm aufgebracht wird, 
und daB ein zweiter Verfahrensschritt vorgesehen ist, 
bei dem eine vorgegebene Starke der diinenartigen Schicht 
(4) durch TeilchenbeschuB unter einem vorgegebenen Be- 
schuBwinkel abgetragen wird, so daB eine Anordnung einer 
Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteter, vonein- 
ander getrennter und damit elektrisch gegeneinander iso- 
lierender Mikro streif en (2) auf der Glastragerplatte (3) 
entsteht. * Des tehenden Polarisatoren 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB fur den ersten Verfahrens- 
schritt ein Bedampfungswinkel vorgesehen ist, unter dem 
eine elektrisch leitende ebene Schicht (5) auf der Glas- 
tragerplatte (3) entsteht, und daB anstelle des zweiten 
Verfahrensschrittes ein Verfahrensschritt vorgesehen ist, 
bei dem durch Materialabtrag mittels unter einem Winkel 
zur Bearbeitungsebene ausgerichteten Teilchenbeschusses 
eine Welligkeit der urspriinglich ebenen Schicht (5) ent- 
steht, so daB eine vorgegebene Anordnung von Mikro- 
streifen (2) auf der Glastragerplatte (3) entsteht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB ein erster Verfahrens- 
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schritt vorgesehen ist, bei dem in die Oberflache der 
Glastragerplatte (3) durch TeilchenbeschuB unter einem 
vorgegebenen BeschuBauftref fwinkel (f) mittels Teilchen 
(6) ein Mikrorillenmuster eingepragt wird, und daB ein 
Bedampfen wahrend eines zweiten Verfahrensschrittes senk- 
recht zur Langsausdehnung der Mikrorillen und unter einem 
vorgegebenen Bedampfungsauftreff^inkel (fi) durchgeflihrt 
wird, so dafl jeweils nur auf den der Bedampfungsquelle 
zugewandten Innenflache der Mikrorillen Material abge- 
lagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von 
Mikrostreifen (2) auf der Glastragerplatte (3) entsteht. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB ein erster Verfahrens- 
scbritt vorgesehen ist, bei dem zur Ausbildung einer ein- 
heitlichen periodischen Oberflachenstruktur auf der Glas- 
tragerplatte (3) ein solcher Auf tref fwinkel (^1) von 
Teilchen (6) eingestellt ist, daB sich eine Periode 
>50 nm < 5000 nm ergibt, und daB ein zweiter Verfahrens- 
schritt vorgesehen ist, bei dem mitt els einer Bedampfungs- 
quelle, die senkrecht zur Langsausdehnung der im ersten 
Verfahrensschritt erzeugten Mikrorillen orientiert ist, 
eine Bedampfung mit elektrisch leitendem Material unter 
einem vorgegebenen streifenden Bedampfungsauf treff- 
winkel (/?) durchgeflihrt wird, so daB jeweils nur auf den 
der Bedampfungsquelle zugewandten InnenflSchen der be- 
treffenden Mikrorillen Material abgelagert wird, wodurch 
eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen (2) auf 
der Glastragerplatte (3) entsteht, die insgesamt eine 
FlUssigkristallmolekule mit definiertem Anstellwinkel 
orientierende Oberflachenstruktur aufweist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch g e - 
kennzeichnet , -daQ die zu bearbeitende , 
Glastragerplatte (3) zur Durchfiihrung des zweiten 7er- 
fahrensschrittes um eine senkrecht auf ihrer Bear- 
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beitungsebene (A-B-C-D) stehende Achse gedreht vird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch g e - 
k e n. nzeichnet , daB die Glastragerplatte 
(3) um 90° gedreht wird, 

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch g e - 
kennzeichnet, dafl die Teilchenkanone zur 
DurchfQhrung des zweiten Verf ahrensschrittes um eine 
senkrecht auf der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) der Glas- 
tragerplatte (3) stehende Achse geschwenkt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch g e - 
kennzeichnet , daB zur Durchfuhrung des er- 
sten Verfahrensschrittes eine erste Teilchenkanone vor- 
gesehen ist, daB zur Durchftihrung des rweiten Verfahrens- 
schrittes eine zweite Teilchenkanone vorgesehen ist und 
dafl die zweite Teilchenkanone gegentiber der ersten Teil- 
chenkanone um eine senkrecht auf der Bearbeitungsebene 
(A-B-C-D) der Glastragerplatte (3) stehende Achse ver- 
setzt angeordnet ist. 

9. Verfahren nach den Ansprtichen 4 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet , daB zur Erzeugung eines 
Parallelrillenmusters mit um einen vorgegebenen Anstell-. 
winkel (9) gegentiber der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) ge- 
neigter Orientierung der FlUssigkristallmolektile und mit 
einer vorgegebenen Rillentiefe (D, bei dem der erste 
Auftreffwinkel (fl ) und der zweite Auftreffwinkel (¥>2) 

in einem vorgegebenen Verhaltnis zueinander eingestellt 
sind. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl derzweite Auftreffwinkel 
{fZ) 90° betragt. 
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11. Verfahren nach einem der Ansprtiche 4 bis 10, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Reihen- 
folge des ersten Verfahrensschrittes mit dem zveiten Ver- 
fahrensschritt vertauscht ist. 

12. Verfahren nach. einem der Ansprtiche 4 bis 11, d a - 
durch gekennzeichnet, dafl die 
Oberflachenstrukturierung der Glastragerplatte (3) parallel 
und/oder senkrecht zu den Kanten (A-B, B-C, C-D, D-A) 

der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) vorzunehmen 1st. 

13. Verfaliren nach. einem der Anspriiche 4 bis 11, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Ober- 
flachenstruktiarierung der GlastrSgerplatte (3) schrag 

zu den Kan-ten (A-B, B-C, C-D, D-A) der Bearbeitungsebene 
(A-B-C-D) vorzunehmen ist. 

14. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, d a - 
durch gekennzeichnet, daB elektrisch 
neutrale Teilchen fur den TeilchenbeschuB vorgesehen sind. 

15 • Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, d a - 
durch gekennzeichnet, daB Ionen 
fur den TeilchenbeschuB vorgesehen sind. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB eine durch Teilchenbe- 
schuB mittels Ionen auftretende elektrische Aufladung 
der bearbeiteten Glastragerplatte (3) durch an sich be- 
kannte Maflnahmen neutralisiert -wird. 

17- Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB anstelle 
des Bedampf ens ein Auftragen von Material mittels 
Sputtern vorgesehen ist. 



909845/0061 



2818103 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, d a - 
durch gekennzeichnet, dafl anstelle 
des Bedampf ens ein Auftragen von Material mitfcels 
selektiver chemischer'Abscheidung vorgesehen ist. 
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5 Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf 
einer Glastragerplatte angeordneten parallel zueinander 
ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden 
Polari sat o r en » 

10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
aus einer Vielzahl von auf einer Glastragerplatte ange- 
ordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch 
leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren mit einem 
RastermaB von ca. 1/10 dor Lichtwellenlange . 

15 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein kosten- 
gtinstiges und leicht reproduzierbares Verfahren anzugeben, 
mit dessen Hilfe Polari sat ionsfilter der angegebenen Art 
herzustellen sind. Dabei liegt die Erkenntnis zugrunde, 
20 dafl die fur Zwecke der Lichtpolarisation notigen Abstande 
und Breiten von parallel zueinander verlauf enden elektrisch 
leitenden, durch an sich bekanntes Auftragen bzw. Ab- 
tragen von Metallschichten auf Glastragerplatten durch 
Schragbedampf en bzw. SchragbeschuB erhaltbar sind. 

Pap 1 Plr / 25.4.1978 
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Die genannte Aufgabe wird durch ein eingangs erwahntes 
Verfahren gelost, das dadurch gekennzeichnet 1st, daB 
ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem auf 
eine Glastragerplatte durch Bedampfen unter einem vorge- 
5 gebenen Bedampfungswinkel eine wellige, dGnenartige 
Schicht aus leitfahigem Material mit senkrecht zur Be- 
dampfungsrichtung ausgerichteter gleichmaBiger Ober- 
flachenwelligkeit mit einer Periode von ca. 50 nm aufge- 
bracht wird und daB ein zweiter Verfahrensschritt vor- 

10 gesehen ist, bei dem eine vorgegebene Starke der dtinen- 
artigen Schicht durcii Teilchenbeschufl unter einem vorge- 
gebenen BeschuBwinkel abgetragen wird, so daB eine An- 
ordnung einer Vielzahl von parallel zueinander ausge- 
richteter, voneinander getrennter und damit elektrisch 

15 gegeneinander isolierter Mikrostreifen auf der Glas- 
tragerplatte entsteht. 

Die Erfindung bietet den Yorteil, dafl ein kostengunstiges 
xand leicht reproduzierbares Herstellungsverfahren fur 
20 Polarisatoren gegeben ist und dafi die Lebensdauer von 

nach dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten Polari- 
satoren gegentiber herkommlichen Polarisatoren erhoht ist. 

Eine Weiterbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeich- 
25 net, daB ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei 
dem zur Ausbildung einer einheitlichen periodischen Ober- 
flachenstruktur auf der Glastragerplatte ein solcher Auf- 
treffwinkel von Teilchen eingestellt ist, daB sich eine 
Periode >50 nm < 5000 nm ergibt, und daB ein zweiter Ver- 
30 fahrensschritt vorgesehen ist, bei dem mittels einer Be- 
dampfungs quelle, die senkrecht zur Langsausdehnung der 
im ersten Verf ahrensschritt erzeugten* Mikrorillen 
orientiert ist, eine Bedampfung mit elektrisch leitendem 
Material unter einem vorgegebenen streif enden Bedampfungs- 
35 auftreffwinkel durchgefiihrt wird, so daB jeweils nur auf 
den der Be damp fungs quelle zugewandten Innenflachen der 
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betreffenden Mikrorillen Material abgelagert wird, wo- 
durch eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreif en auf 
der Glastragerplatte entsteht, die insgesamt eine Fliissig- 
kristallmolekiile mit definiertem Anstellwinkel orientieren- 
5 de Oberflachenstruktur aufweist. 

Die Weiterbildung der Erfindung bietet den Vorteil, daB 
mit einer geringen Anzahl von Verfahrensschritten Polari- 
satoren herstellbar sind, denen eine Ob erf lachenstruktur 
10 der Glastragerplatte unterlagert ist, die das ftir Fliissig- 
kristallanzeigen erforderliche Orientieren der Fltissig- 
kristallmolekiile erlaubt, so daB insgesamt Fltissigkristall- 
anzeigen mit optimal en Eigenschaften herstellbar sind, 

15 Die Erfindung wird im folgenden anhand mehrerer, Aus- 
ftihrungsbeispiele ftir die Erfindung betreffender Figuren 
erlautert - 

Fig, 1 zeigt schematisch in Draufsiciit einen Polarisa- 
20 tor 1 , der aus einer Glastragerplatte und auf 

dieser in der gezeigten Weise angeordneten 
Mikrostreif en 2 besteht. 

Fig. 2 zeigt ausschnittsweise im Querschnitt eine Glas- 
25 tragerplatte 3 und eine auf diese durch Schragbe- 

dampfung auf gebrachte , wellige, diinenartige 
Schicht 4. 

Fig. 3 zeigt ebenfalls ausschnittsweise im Querschnitt 
30 eine Glastragerplatte 3 mit einer auf diese auf- 

gebrachte ebenen Schicht 5. 

Fig. 4 zeigt wiederum ausschnittsweise den Querschnitt 
einer Glastragerplatte 3, auf der durch die er- 
35 findungsgemaSen Verf ahrensschritte erzielbare 

Mikrostreif en 2, die voneinander getrennt und da- 
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mit elektrisch gegeneinander isoliert sind, lagern. 



Fig. 5 zeigt ausschnittsweise den Querschnitt einer Glas- 
tragerplatte 3, die gemafl einem erf indungsgemaflen 
5 Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem Be- 

schuflauftreffwinkel /'beschossen wird. 

Fig. 6 zeigt ausschnittsweise den Querschnitt einer Glas- 
tragerplatte 3, in deren Oberflache nach einem 

10 Teilchenbeschufl gemafl Fig. 5 eine Vielzahl von 

parallel zueinander angeordneten Mikrorillen ein- 
gepragt ist, deren einer Bedampfungsquelle zuge- 
wandten Innenflachen durch unter einem Bedampfungs- 
auftreffwinkel auftreff endes Material 7 mit 

1 5 einer elektrisch leitenden Oberflache versehen 

werden, so dafl eine Vielzahl von parallel zuein- 
ander ausgerichteten, voneinander getrennten und 
damit elektrisch gegeneinander isolierten Mikro- 
streifen 2 entsteht. 

20 

Fig. 7 zeigt im Querschnitt eine Glastragerplatte 3, deren 
Oberflache in einem ersten Verfahrensschritt mit 
Teilchen 6 unter einem ersten Auftreffwinkel 
innerhalb eines ersten Winkelbereiches 01 und in 
25 einem zweiten Verfahrensschritt mit Teilchen 6 

unter einem zweiten Auf tref fwinkel f 2 innerhalb 
eines zweiten Winkelbereiches 02 beschossen wird. 

Fig. 8 zeigt in perspektivischer Darstellung eine Glas- 
30 tragerplatte 3, deren Oberflache mit Teilchen unter 

einem ersten Auf treffwinkel ¥ ^ beschossen wird, 
so daB eine erste Oberflachenstruktur 8 entsteht. 

Fig. 9 zeigt ebenfalls in perspektivischer Ansicht die 
35 GlastrSgerplatte 3, deren Oberflache mit Teilchen 

unter einem z^eiten Auftreffwinkel f 2 beschossen 
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wird, wobei eine zweite Oberflachenstruktur 9 
entsteht. 



Fig. 10 zeigt eine Glastragerplatte 3, auf deren Ober- 
5 flache in der Bearbeitungsebene A-B-C-D eine 

Rill ens truktur erzeugt wird, indem in einem erst en 
Arbeitsgang durch TeilchenbeschuB unter dem Auf- 
treffwinkel eine Rill ens truktur 1 gemafl Fig. 8 
und in einem zweiten Arbeitsgang durch Teilchen- 
10 beschuB unter dem Auftreffwinkel $ Z eine zur 

Rillenstruktur 1 parallele Rillenstrukttir 2 ge- 
maB Fig. 9 hergestellt wird. 



Vie bereits erlautert, zeigt Figur 1 schematisch in 
15 Draufsicht einen Polarisator 1, der aus einer Glastrager- 
platte und auf dieser in der gezeigten Weise angeordneten 
Mikrostreifen 2 besteht. Die Wirkung eines solchen Polari- 
sators beruht bekanntlich darauf , dafl das sich ergebende 
Abstands-/Breitenraster der Anordnung von Mikrostreifen 
20 der mittleren Wellenlange sichtbaren Lichtes angepaBt 
ist. 



Figur 2 zeigt, wie ebenfalls bereits erlautert, aus- 
schnittsweise im Querschritt eine Glastragerplatte 3 und 

25 eine auf diese durch Schragbedampfung aufgebrachte 
wellige, diinenartige Schicht 4. Die Ausbildung einer 
solchen welligen Oberflache ist bei Bedampfung unter 
einem bestimmten Bedampfungswinkel erreichbar. Es ist 
nun eine Eigenart einer solchen Bedampfungsmethode, daB 

30 bei geeignetem Bedampfungswinkel die tfelligkeit der Ober- 
flache eine Periode von ca. 500£ aufweist, die gut an 
die Funktion eines damit realisierten Polarisators fiir 
sichtbares Licht angepaBt ist. Aus der dunenartigen 
Schicht 4 ist nun gemaB Figur 4 eine Anordnung von 

35 parallel zueinander ausgerichteten Mikrostreifen 2 da- 
durch zu gewinnen, dafl in einem we iter en Verfahrens- 
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schritt ein TeilchenbeschuB unter einem vorgegebenen Be- 
schuBwinkel vorgenommen wird, mittels dessen ein Abtragen 
von Material erfolgt. Das Abtragen von Material mittels 
TeilchenbeschuB ist an sich bekannt. 

5 

Figur 3 zeigt, wie bereits erlautert, ebenfalls aus- 
schnittsweise im Querschnitt eine Glastragerplatte 3, 
mit einer au£ diese aufgebrachten ebenen Schicht 5. Eine 
solche ebene Schicht entsteht gemafi einer Veiterbildung 

10 der Erfindung dadurch, daB die Bedampfung der Glastrager- 
platte 3 unter einem vorzugsweise 90° betragenden Be- 
dampfungswinkel vorgenonunen wird. Zum Erzeugen einer 
welligen Oberflachenstruktur ist in diesem Ausfiihrungs- 
beispiel ein TeilchenbeschuB unter einem vorgegebenen 

15 Auftreffwinkel vorgesehen, durch den Mikrorillen in die 
ebene Schicht 5 eingeprSgt werden. Die endgiiltige Ober- 
flachenstruktur gemaS Figur 4 wird nach dieser Weiter- 
bildung der Erfindung dadurch erreicht, daB anstelle des 
zweiten V e rfahrensschrittes ein Verfahr ens schritt vorge- 

20 sehen ist, bei dem durch Materialabtrag mittels unter 
einem Winkel zur Bearbeitungsebene ausgerichteten Teil- 
chenbeschusses eine Welligkeit der urspriinglich ebenen 
Schicht 5 entsteht, so dafi eine vorgegebene Anordnung 
von Mikrostreifen 2 auf der Glastragerplatte 3 entsteht. 

25 

Wie bereits erlautert, zeigt Figur 5 ausschnittsweise 
den Querschnitt einer Glastragerplatte 3, die gemafl einem 
erfindungsgemafien Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter 
einem Beschufiauftreffwinkel ^beschossen wird. Durch die- 

30 sen TeilchenbeschuB entsteht ein je nach Wahl des Be- 
schuBauftreffwinkels P parallel der quer zur Beschufi- 
richtung orientiertes Mikrorillenmuster , das in einem 
zweiten Verfahrensschritt gemafl Figur 6 durch Bedampfen 
senkrecht zur Langsausdehnung der Mikrorillen unter einem 

35 vorgegebenen Bedampfungsauftreffwinkel durchgefiihrt 
wird, so dafi jeweils nur auf den der Bedampfungsquelle 
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lagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von 
Mikrostreifen 2 auf der Glastragerplatte 3 entsteirc. 

5 Figur 7 zeigt, wie bereits erlautert, im Querschnitt 

eine Glastragerplatte 3, deren Oberflache in einem ersten 
Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem ersten Auf- 
treffwinkel f ^ innerhalb eines ersten Winkelbereiches 01 
und in einem zweiten Verfahrensschritt mit Teilchen 6 
10 unter einem zweiten Auftreffwinkel ^2 innerhalb eines 
zweiten Winkelbereiches 02 beschossen wird. Die sich je- 
weils aus dem TeilchenbeschuB unter dem ersten Auftreff- 
winkel ¥> 1 bzw. dem zweiten Auftreffwinkel ^2 ergeben- 
den Oberflachenstrukturen 8 und 9 sind aus den Figuren 
15 8 und 9 ersichtlich. Im ersteren Fall verlaufen die ent- 
standenen Mikrorillen in Richtung des Teilchenbeschusses, 
im zweiten Fall verlaufen die entstandenen Mikrorillen 
senkrecht zur Beschufirichtung, vergl. Figuren 8 und 9. 
Die beiden Oberflachenstrukturen 8 und 9 iiberlagern sich, 
20 d. h., die eine Struktur moduliert die andere. Wird die 
derart strukturierte Glastragerplatte in einem dritten 
Verfahrensschritt mittels einer Bedampfungsquelle , die 
senkrecht zur Langs ausdehnung der im ersten "oder im zwei- 
ten Verfahrensschritt erzeugten Mikrorillen orientiert 
25 ist bedampft, so entsteht eine Ablagerung von Material 
auf den der Bedampfungsquelle zugewandten Innenflachen 
der Mikrorillen, wodurch insgesamt eine Anordnung von 
Mikrostreifen 2 auf der Glastragerplatte 3 entsteht, die 
auBerdem eine FlussigkristallmolekUle orientierende 
30 Funktion aufweist. 

Zur Erzielung besonderer Eigenschaften, namlich zur Aus- 
bildung eines optimalen Wertes fUr die Rillengeometrie 
und eines optimalen Wertes 'f Or den Anstellwinkel 9 wird 
35 vorteilhafterweise die Glastragerplatte 3 zur Durch- 
ftihrung des zweiten Teilchenbeschusses gemaB Fig. 7 bzw. 
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F lg . 9 dae Bearbeitungsebene A-B-C-D der Glas tragerplatte 
um erne senkrecht auf ihr stehende Achse gedreht Der 
Drehungswinkel betragt dabei zweckmafiig 90°. Der 2we ite 
Auftreffwinkel ^2 kann zur Erzielung eines besonderes vor- 
5 gegebenen VerhSltnisses der Rillengeometrie zum Anstell 
winkel 0 90° betragen. 



Prinzipiell 1st die Reihenfolge des Teilchenbeschusses 
unter dem erst en Auftreffwinkel ?>1 bzw. dem zweiten Auf- 
10 treff wi nk el <P Z vertauschbar . Die Oberflachenstruktu- 
rierung der Glas tragerplatte 3 kann oe nach Verwendungs- 
zveck des fertigen Produktes parallel und/oder senkrecht 

r R T. Ka f ^ A " B> B "°' ^ d6r Bearbeitungsebene 

^ A-B-C-D oder schrMg zu diesen Kanten vorgenommen werden. 

FOr den TeilchenbeschuB kSnnen elektriscii neutrale Teil- 
chen oder beispielsweise ionen vorgesehen sein. Ftir den 
Fall, daB ionen verwendet werden, ist vorgesehen, ge- 
gebenenfalls auftretende sto'rende elektrische Aufladungen 
20 der bearbeiteten Glastragerplatte ohne einen zusatzlichen 
Verfahrensschritt durch an sich bekannte MaBnahmen zu 
neutralisi eren . 

« S Hl\ e±neS Bedanpf eus Auf tragen von Material 

25 mittels Sputtern vorgesehen sein. Es ist auflerdem in 
einer Veiterbildung der Erfindung vorgesehen, daB an- 
stelle des Bedampfens ein Auf tragen von Material mittels 
wlektiver chemischer Abscheidung nach an sich bekannten 
verfahren vorzunehnen ist, 

30 

Die polarisi.rende Schicht, die durch die Anordnung 
parallel zueinander orientierter Mikrostreifen gegeben 
iat, ist bei Anordnung Uber einer Fltlssigkristallan- 
zeige-Einrichtung zur. Verhiitung stSrender elektrisch 
35 leitender Verbindungen durch eine Isolierschicht, bei- 
spielsweise aus Quarz oder Mhnlichen geeigneten Schlchten 
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zu trennen. 
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Der Anstellwinkel der Orientierung 1st auch vorteil- 
hafterweise durch einen dritten Verfahrensschritt 
n&nlich durch schrages Aufdampfen oder schrages Aotragen 
Battels Teilchenbeschufi oder schrages tlberreiben ein- 
stellbar. 
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Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von 
auf einer Glastragerplatte angeordneten parallel zuein- 
5 ander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen be- 
st ehenden Polarisatoren. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
aus einer Vielzahl von auf einer Glastragerplatte ange- 

10 ordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch 
leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren mit einem 
Rastercnafi von ca. 1/10 der Lichtwellenlange . Das Ver- 
fahren ist dadurch gekennzeichnet, daB ein erster Ver- 
fahrensschritt vorgesehen ist, bei dem auf die Glas- 

15 tragerplatte durch Bedampfen unter einem vorgegebenen 
Bedampfungswinkel eine wellige, dunenartige Schicht aus 
leitfahigem Material mit senkrecht zur Bedampfungs- 
richtung ausgerichteter gleichmafliger Oberflachenwellig- 
keit mit einer Pierode von ca. 50 nm aufgebracht wird, 

20 und daB ein zweiter Verfahrensschritt vorgesehen ist, 
bei dem eine vorgegebene Starke der dtinenartigen Schicht 
durch Teilchenbeschufl unter einem vorgegebenen BeschuB- 
winkel abgetragen wird, so daB eine Anordnung einer Viel- 
zahl von parallel zueinander ausgerichteter, voneinander 

25 getrennter und damit elektrisch gegeneinander isolierter 
Mikrostreifen auf der Glastragerplatte entsteht. 
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FIG 5 





iS^Sk. 7 



FIG 6 
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